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THz 波発生・検出用 

LT-GaAs 光伝導アンテナ素子モジュール 
 

・サブピコ秒キャリア寿命の LT-GaAs基板を使用 

 ・励起レーザー波長 ＜ 850 nm   

 ・アンテナ形状はダイポール型、ボウタイ型、 

スパイラル型から選択可能 

・各アンテナ素子は減反射コートを兼ねた保護膜有り 

(-coat)、無しを選択可能 

 ・空間結合素子として低損失、波面歪みの少ない高抵抗 

Si半球または超半球レンズを使用(いずれかを選択) 

 ・バイアス印加／信号取り出し SMAコネクタ付属 

 
テラヘルツ(THz)時間領域分光に使用され

る、THz 波を高効率に発生、検出する光伝導ア

ンテナ素子モジュールです。素子基板は

800nm 帯のフェムト秒レーザー励起に対し

て特性が最適化された低温成長 GaAs (LT-

GaAs) を用いています。必要とされる帯域、偏

光に応じてダイポール型、ボウタイ型、スパイ

ラル型の 3 種類のアンテナ形状を選択できま

す。また空間結合素子として、THz 帯で最も損

失が小さいとされる高抵抗 Si を材料に用いた

半球または超半球型の基板レンズを装着して

います。 

■アンテナの詳細形状、その他の仕様詳細は 

お問合せください。 

■素子単体での販売も致します。 

モデル名 機器名称 

PCAM-LTGaAs-D 

(-coat) 
光伝導アンテナ素子モジュール 

アンテナタイプ：ダイポール型 

PCAM-LTGaAs-B 

(-coat) 
光伝導アンテナ素子モジュール 

アンテナタイプ：ボウタイ型 

PCAM-LTGaAs-S 

(-coat) 
光伝導アンテナ素子モジュール 

アンテナタイプ：スパイラル型 

共通仕様 

使用波長帯 ＜ 850 nm 

帯域幅 ＜ 5 THz 

素子基板 光伝導膜：LT-GaAs 

支持基板：半絶縁性 GaAs  

チップサイズ： 6 mm x 10 mm 

厚さ約 0.35～0.4 mm 

Si レンズ  直径:13.5 mm 

オフセット: 以下から選択 

0 mm  (半球の場合) 

1.6 mm (超半球の場合) 

素子ホルダー 材質：アルミ 

サイズ：40 mm x 40 mm  

   x 12 mm 

取付用ネジ穴： M4 x 2 か所 

入出力コネクタ SMA 雌 

アンテナタイプ 特長 

ダイポール型 広帯域 

直線偏光 

ボウタイ型 低周波数域で高効率 

直線偏光 

スパイラル型 低周波数域で高効率 

円偏光 


